
(19)日本国特許庁（JP） (12) 公開特許公報（Ａ） (11)特許出願公開番号

特開2003－187968
(P2003－187968A)

(43)公開日 平成15年7月4日(2003.7.4)

(51)Int.Cl7 識別記号 FI ﾃｰﾏｺｰﾄﾞ(参考)

   �H�0�5�B 33/04    

   � � � �  33/14    

   �H�0�5�B 33/04    

   � � � �  33/14    A

�3�K�0�0�7

審査請求 有 請求項の数 11ＯＬ（全 6 数）

(21)出願番号 特願2002－163335(P2002－163335)

(22)出願日 平成14年6月4日(2002.6.4)

(31)優先権主張番号 090130530

(32)優先日 平成13年12月10日(2001.12.10)

(33)優先権主張国 台湾(TW)

(71)出願人 501226882

翰立光電股▲分▼有限公司

台湾新竹科学工業園区研發二路2号4樓

(72)発明者 陳 來成

台湾新竹市東区湖濱里5鄰明湖路400巷66弄

15号

(72)発明者 劉 文燦

台湾台北市中山区大直里21鄰大直街33巷11

号1樓

(72)発明者 王 炳松

台湾台北縣板橋市篤行路3段3号12樓

(74)代理人 100070150

弁理士 伊東 忠彦 (外2名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 表示デバイスのパッケージ構造

(57)【要約】
【目的】  ＯＬＥＤおよびＰＬＥＤデバイスのパッケー
ジ構造を提供する。
【構成】  パッケージ構造が、その上に発光素子が設け
られたガラス基板と、ガラス基板の縁に接合して気密空
間中の発光素子を密閉する封止キャップとを含む。ま
た、シール剤が封止キャップとガラス基板の縁の間に設
けられて、そのシール剤は約100℃から300℃の低共晶点
を有する合金である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  ガラス基板の内部表面上に発光素子が設
けられた、前記ガラス基板と、
封止キャップの内部表面の縁をガラス基板の内部表面の
接合縁に接合して、気密空間中の発光素子を密閉する、
前記封止キャップと、
シール剤が封止キャップとガラス基板の接合縁の間に設
けられて、約100℃から300℃の低共晶点を有する合金で
ある前記シール剤とを含む表示デバイスのパッケージ構
造。
【請求項２】  前記シール剤がSn合金である請求項１記
載の表示デバイスのパッケージ構造。
【請求項３】  前記封止キャップの内部表面の縁上に形
成された第１金属接着層と、
前記第１金属接着層上に形成された第１金属マッチ層
と、
ガラス基板の内部表面の縁上に形成された第２金属接着
層と、
前記第２金属接着層上に形成された第２金属マッチ層と
をさらに含む請求項１記載の表示デバイスのパッケージ
構造。
【請求項４】  前記シール剤が、前記第１金属マッチ層
と前記第２金属マッチ層の間に設けられるものである請
求項３記載の表示デバイスのパッケージ構造。
【請求項５】  前記シール剤が、InSn、PbSnあるいはSn
合金であり、前記第１金属マッチ層および前記第２金属
マッチ層のそれぞれが、真空中で使用されるAu、Cu、N
i、Alあるいはその他の金属および合金である請求項３
記載の表示デバイスのパッケージ構造。
【請求項６】  前記シール剤が、InSn、PbSnあるいはSn
合金であり、前記第１金属マッチ層および前記第２金属
マッチ層のそれぞれが、含酸素のCu、Al、Fe、Niあるい
はZrである請求項３記載の表示デバイスのパッケージ構
造。
【請求項７】  前記シール剤がPbSnあるいはSn合金であ
り、前記第１金属マッチ層および前記第２金属マッチ層
のそれぞれが、Ag層およびNi層を含む２層構造である請
求項３記載の表示デバイスのパッケージ構造。
【請求項８】  前記第１金属接着層および前記第２金属
接着層がそれぞれ、Cr、Ti、Ta、VあるいはMoである請
求項３記載の表示デバイスのパッケージ構造。
【請求項９】  さらに、前記ガラス基板の内部表面およ
び気密空間の外側に形成された所定露出電極を含み、前
記所定露出電極は絶縁層により被覆され、前記絶縁層
は、SiO

2
、TiO

2
、Cr

2
O
3
あるいはその他の金属酸化物で

ある請求項１記載の表示デバイスのパッケージ構造。
【請求項１０】  発光素子および所定露出電極が画素基
板の内部表面上に設けられた、ガラス基板を提供するス
テップと、
絶縁層を形成して、前記所定露出電極の露出表面を被覆*
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*するステップと、
シール剤を封止キャップと前記ガラス基板の縁の間に提
供して、前記シール剤が約100℃から300℃の低共晶点を
有する合金であるステップと、
前記封止キャップを提供して、前記封止キャップと前記
ガラス基板の内部表面の縁が接合されて気密空間中の前
記発光素子を封入するステップと、
前記シール剤上の熱処理をおこなうステップとを含む表
示デバイスのパッケージ方法。
【請求項１１】  前記シール剤を提供する前に、さらに
第１金属接着層を前記封止キャップの前記内部表面の前
記縁上に形成するステップと、
第１金属マッチ層を前記第１金属接着層上に形成するス
テップと、
第２金属接着層を前記したガラス基板の内部表面の縁上
に形成するステップと、
第２金属マッチ層を前記第２金属接着層上に形成するス
テップと、
前記シール剤を前記第１金属マッチ層と前記第２金属マ
ッチ層の間に設けるステップとを含む請求項１０記載の
表示デバイスのパッケージ方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は、表示デバイスのパッケ
ージ工程に関し、特にＯＬＥＤおよびＰＬＥＤデバイス
のパッケージ構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）あるい
は高分子発光ダイオード（ＰＬＥＤ）などの、新世代の
パネル表示デバイスに使用される有機エレクトロルミネ
ッセンス（ＥＬ）素子は、電流を特定の有機発光材料へ
印加して、電気を光に変換する。ＯＬＥＤおよびＰＬＥ
Ｄデバイスは薄型、軽量、高輝度効率、低駆動電圧の特
長を有する。しかしながら、使用時間が増大するにつれ
て、有機ＥＬ素子を透過する水分および酸素の可能性も
高まり、有機発光層と陰極電極の間を剥離させ、有機材
料のクラックおよび電極酸化が発生した。つまり、電流
が提供されないダークスポットが発生して、発光および
発光の均一性が低下することとなった。
【０００３】有機ＥＬ素子の内部空間に高湿度状態が発
生しないように、封止キャップが通常使用されて金属電
極および有機発光層がその上に設けられたガラス基板を
パッケージする。また、内部の湿度を下げる様々な技術
が開発されているが、それらはガラス基板上に光硬化樹
脂を形成したり、金属酸化物、フッ化物あるいは硫化物
をガラス基板上に塗布したり、防水性フィルムをガラス
基板上に形成したり、気密ケースを使用したりして有機
ＥＬ素子のパッケージをおこなっていた。しかしなが
ら、リーク電流、クロストーク現象および酸化物溶解な
ど解決しなければならないその他の問題もあった。
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【０００４】図１は、従来の技術におけるＯＬＥＤおよ
びＰＬＥＤのパッケージ構造の断面図である。有機ＥＬ
素子１０は、ガラス基板１２と、ガラス基板１２の縁上
に形成されたシール剤１４と、シール剤１４によりガラ
ス基板１２に接合された封止キャップ１６とを含む。そ
のためガラス基板１２および封止キャップ１６により形
成された内部空間１８が気密容器となる。また内部空間
１８中において、陰極層２６、有機発光材料層２４およ
び陽極層２２により形成された積層体２０をガラス基板
１２が含む。ガラス基板１２より僅かに小さい金属ある
いはガラスの封止キャップ１６が、積層体を被覆してパ
ッケージ構造の回路を駆動する所定電極を露出する。
【０００５】シール剤１４は、ＬＣＤデバイスを封入す
るのに使用する紫外線硬化樹脂、エポキシ系樹脂および
アクリル系樹脂などのポリマー剤である。有機発光材料
が酸素、水分および高温に対して敏感であるため、ポリ
マー剤は内部空間１８中の水分に対する耐性が良好でな
く、ガラス基板１２と封止キャップ１６の間の密着性が
良好でなかった。シール剤１４中に通常使用されるシー
ル剤１４は重合ポリマーであり、重合をおこなう特定の
官能基が必要であり、重合を行う位置の空間が水分と酸
素の通り道となった。また、重合の際、ビアと自由体積
が形成されて水分と酸素のもう一つの通り道となった。
そのため、大量の水分を含むエポキシ系樹脂は、水分と
酸素に対する良好な耐性を提供することができず、金属
および有機発光材料層２４を陰極層２６から簡単に剥離
させることとなった。
【０００６】エポキシ系樹脂により発生する問題を解決
するために、従来の方法では乾燥物質を封止キャップ１
６の底部上に設けて、ドライ不活性ガスが充填された内
部空間１８により積層体２０を隔離する。乾燥物質は、
化学的に水分を吸収してその固体状態を維持するBaO、C
aO、CaSO

4
およびCaCl

2
などの固体化合物を含む。大量の

BaOあるいはCaOが乾燥物質に加えられる時、乾燥物質の
吸水性が増大する。しかしながら、残念なことに乾燥物
質の厚みが臨界値を超えると、吸水性は制限された。そ
のため、上で述べた問題を解決するための有機ＥＬ素子
をパッケージする新しい方法が求められていた。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】本発明の第１の目的
は、低共晶点を有する合金をシール剤として提供し、低
溶解温度下で、ガラス基板と封止キャップの間に良好な
接着を提供することである。
【０００８】本発明の第２の目的は、水分および酸素の
通り道がないシール剤を提供することである。
【０００９】本発明の第３の目的は、雰囲気からの水分
および酸素の透過に対する良好な耐性を提供することで
ある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】本発明は、シール剤が低
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共晶点を有する合金であるＯＬＥＤ／ＰＬＥＤデバイス
のパッケージ構造を提供して、上で述べた問題を解決す
る。
【００１１】パッケージ構造が、その上に発光素子が設
けられたガラス基板と、ガラス基板の縁に接合して気密
空間中の発光素子を密閉する封止キャップとを含む。ま
た、シール剤が封止キャップとガラス基板の縁の間に設
けられて、そのシール剤は約100℃から300℃の低共晶点
を有する合金である。
【００１２】
【発明の実施の形態】（第１実施例）図２は、本発明の
第１実施例における、ＯＬＥＤ／ＰＬＥＤデバイス３０
のパッケージ構造の断面図である。ＯＬＥＤ／ＰＬＥＤ
デバイス３０は、ガラス基板３２と、ガラス基板３２の
縁上に形成されたシール剤４２と、シール剤４２により
ガラス基板３２へ接合された封止キャップ４４とを含
む。そして、ガラス基板３２と封止キャップ４４により
形成された内部空間４６が気密容器となる。また、内部
空間４６中において、ガラス基板３２は、陰極層４０、
有機発光材料層３８および陽極層３６により形成された
積層体３４を含む。
【００１３】シール剤４２は、モノメタル、２元合金あ
るいは３元合金などの、半田材料から選択される。シー
ル剤４２は低共晶点を有して、低溶解温度下でのガラス
基板３２と封止キャップ４４の間に良好な密着性を提供
する。シール剤４２の熱処理が必要なため、液体状態か
ら固化させる工程では合金中の連続ビアの形成を防ぐこ
とができる。これによりシール剤４２中に水分および酸
素の通り道が形成されないことが確実にされ、雰囲気か
らの水分および酸素の透過に対する良好な耐性が提供さ
れる。好ましくは、シール剤４２の形成に使用される合
金が、100℃から300℃の共晶点を有する。例えば、InSn
（50～52％In-50～48％Sn）が120℃の共晶点を有して、
PbSnが180℃の共晶点を有して、Snが230℃の共晶点を有
する。
【００１４】そして、積層体３４を被覆する金属あるい
はガラスの封止キャップ４４が、ガラス基板３２より僅
かに小さくて、パッケージ構造の駆動回路に使用する所
定露出電極４８を露出する。さらに、シール剤４２中に
使用する合金が溢れて所定露出電極４８と電気的に接続
されるのを防ぐために、電極４８の露出表面を被覆する
絶縁層４９が必要である。好ましくは、絶縁層４９がSi
O
2
、TiO

2
、Cr

2
O
3
あるいはその他の金属酸化物である。

【００１５】図３は、本発明の第１実施例におけるパッ
ケージ方法のフローチャートである。まずステップ５０
において、積層体３４および所定露出電極４８がガラス
基板３２上に完成される。続いて、ステップ５２におい
て、絶縁層４９が堆積されて所定露出電極４８を被覆す
る。そしてステップ５５において、低共晶点を有する合
金（InSn、PbSnあるいはSnなど）が薄片、針金状あるい
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はのり状でガラス基板３２の接合縁上に提供される。低
共晶点を有する合金をシール剤４２として提供して、ガ
ラス基板３２と封止キャップ４４の間の接合要求によ
り、シール剤４２の形状およびサイズを選択する。ステ
ップ５６で、モールドを使用してシール剤４２をガラス
基板３２及び封止キャップ４４の接合縁の間に固定す
る。最後にステップ５８において、熱処理により表示デ
バイス３０をオーブンに入れて、シール剤４２を約100
℃～300℃の低温度で溶かす。そしてＯＬＥＤ／ＰＬＥ
Ｄデバイス３０の内部素子のパッケージを完成させる。
【００１６】（第２実施例）図４は、本発明の第２実施
例におけるＯＬＥＤ／ＰＬＥＤデバイス６０のパッケー
ジ構造の断面図である。第１実施例で述べたパッケージ
構造の密閉性を向上するために、この第２実施例におい
てはさらに第１金属接着層６２Ｉおよび第１金属マッチ
層６４Ｉを封止キャップ４４とシール剤４２の間に設け
て、第２金属接着層６２IIおよび第２金属マッチ層６４
IIをガラス基板３２とシール剤４２の間に設ける。金属
接着層６２を使用して低共晶点を有する合金とガラスの
間の粘着性を向上して、好ましくは、それがCr、Ti、T
a、VあるいはMoから選択される。金属マッチ層６４を、
シール剤４２中に使用する材料に合わせて、様々な材料
から選択する。例えばシール剤４２がInSn、PbSnあるい
はSnの時、金属マッチ層６４をAu、Cu、NiおよびAlな
ど、通常、真空中で使用される金属あるいは合金から選
択する。また、金属マッチ層６４は含酸素のCu、Al、F
e、NiあるいはZrでもよい。シール剤４２がPbSnあるい
はスズ合金の時、金属マッチ層６４はAg層およびNi層を
含んだ２層型構造でもよい。
【００１７】図５は、本発明の第２実施例における、パ
ッケージ方法のフローチャートである。第１実施例のス
テップと較べると、ステップ５３およびステップ５４が
第２実施例には加えられている。ステップ５３におい
て、積層体３４、所定露出電極４８および絶縁層４９を
形成した後、第１金属接着層６２Ｉおよび第２金属接着
層６２IIをそれぞれ封止キャップ４４およびガラス基板
３２の接合縁上に設ける。それからステップ５４におい
て、第１金属マッチ層６４Ｉおよび第２金属マッチ層６
４IIをそれぞれ第１金属接着層６２Ｉおよび第２金属接
着層６２II上に設ける。その後ステップ５５において、
シール剤４２を第１金属マッチ層６４Ｉおよび第２金属
マッチ層６４II上に設ける。そして最後のステップ５６
およびステップ５８は、第１実施例で述べたものと同じ
である。
【００１８】（第３実施例）図６Ａおよび図６Ｂは、本
発明の第３実施例におけるＯＬＥＤ／ＰＬＥＤデバイス
７０のパッケージ構造の断面図である。InSnが非金属材
料上で良好な可湿性を有するため、InSnはガラス基板３
２および封止キャップ４４に接着し、高温処理を行うと
容易に拡散することとなった。そのためこれはシール剤*
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*４２とガラス材料の間に理想的でない接着性を発生させ
る。つまり、この第３実施例ではPI、セラミックあるい
はガラスなどの耐高温材料７２を封止ケース４４の縁上
に提供する。好ましくは、耐高温材料７２を被覆あるい
は印刷してトレンチを形成する。つまり、シール剤４２
を耐高温材料７２中のトレンチ中に設けて、InSnが高温
度で拡散されることを防ぐ。耐高温材料７２中に形成さ
れるトレンチのサイズ、形状および高度は、シール剤４
２の形状により選択される。図６Ａは、第１実施例を改
良した第１構造である。図６Ｂは、第２実施例を改良し
た第２構造である。
【００１９】以上のごとく、この発明を好適な実施例に
より開示したが、もとより、この発明を限定するための
ものではなく、同業者であれば容易に理解できるよう
に、この発明の技術思想の範囲において、適当な変更な
らびに修正が当然なされうるものであるから、その特許
権保護の範囲は、特許請求の範囲および、それと均等な
領域を基準として定めなければならない。
【００２０】
【発明の効果】上記構成により、本発明は、ＯＬＥＤお
よびＰＬＥＤデバイスのパッケージ構造により、低共晶
点を有する合金をシール剤として提供し、低溶解温度下
で、ガラス基板と封止キャップの間に良好な接着を提供
することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来の技術に係るＯＬＥＤ／ＰＬＥＤデバイス
のパッケージ構造の断面図である。
【図２】本発明の第１実施例に係るＯＬＥＤ／ＰＬＥＤ
デバイスのパッケージ構造の断面図である。
【図３】本発明の第１実施例に係るパッケージ方法のフ
ローチャートである。
【図４】本発明の第２実施例に係るＯＬＥＤ／ＰＬＥＤ
デバイスのパッケージ構造の断面図である。
【図５】本発明の第２実施例に係るパッケージ方法のフ
ローチャートである。
【図６Ａ】本発明の第３実施例に係るＯＬＥＤ／ＰＬＥ
Ｄデバイスのパッケージ構造の断面図である。
【図６Ｂ】本発明の第３実施例に係るＯＬＥＤ／ＰＬＥ
Ｄデバイスのパッケージ構造の断面図である。
【符号の説明】
３０、６０、７０  ＯＬＥＤ／ＰＬＥＤデバイス
３２    ガラス基板
３４    積層体
３６    陽極層
３８    有機発光材料層
４０    陰極層
４２    シール剤
４４    封止キャップ
４６    内部空間
４８    所定露出電極
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４９    絶縁層
６２    金属接着層
６２Ｉ  第１金属接着層
６２II  第２金属接着層 *
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*６４Ｉ  第１金属マッチ層
６４II  第２金属マッチ層
６４    金属マッチ層
７２    耐高温材料

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】
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